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【はじめに】  我々は多重積層量子ドット構造

(QD)[1]を用いた半導体光増幅器(SOA)とポリマー

リング共振器を集積させた光論理ゲート素子[2]の

提案を行ってきた。しかし SOA とポリマーリング

共振器との屈折率差Δnが大きいため、光の高効率

結合が問題であった。そこで QDが成長された基板

に部分的に欠陥を与え、その後、熱処理を施し、活

性層の組成拡散(QDI)[3]を行うことで禁制帯幅波長

を短波長化した透明導波路構造とし、リング共振器

を作製できないか検討した。そこで本研究では、透

明化した基板上に作製したリング共振器の基本特

性の検討を行った。 

【素子概要】QDIの方法として、まず InAs/InGaAlAs 

QD基板に ICP-RIEを用いてエッチングを行い、同

時に欠陥を与える。条件は Ar流量 4 sccm、ICP パ

ワー200W、 BIASパワー 300 W、圧力 0.2 Paであ

る。この後、スパッタにより SiO2 の成膜を行い、

アニール炉を用いて基板を N2雰囲気中 650 ℃で 1

分間熱処理した。また基板上に作製するリング共振

器は、リング長 718m の 2 つのリング部を備え、

直線部とリング部の結合部は多モード干渉型導波

路(Multi-Mode Interference, MMI)を用いた 3dBカプ

ラーとなっている。 

【実験結果と考察】 Fig.1は作製した素子の顕微鏡

画像を、Fig.2は” Thorough port”、”Drop port”から出

射された光の透過特性の測定結果をそれぞれ示す。

出力コントラストは、TE、TMモードでそれぞれ最

大 8.9dB、8.5dB であった。これらは作製工程を改

善し、伝搬損失を低減させることで向上が期待でき

る。 

 

 

 

 

Fig.1 作製素子の顕微鏡画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 透過特性測定結果 ((a)through port、(b)drop port) 
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